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「中国製造2025」の重点分野
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半導体と通信は
やはり重点分野

半導体がどのような
位置付けなのか、
特許出願の面から
概観してみた

2015年5月に発表され、
米中貿易摩擦の契機に

なったとされる
中国の重要政策

出典：「中国製造2025とは 重点10分野と23品目に力」日本経済新聞電子版
https://www.nikkei.com/article/DGXKZO38656320X01C18A2EA2000/

2019.10報告済

https://www.nikkei.com/article/DGXKZO38656320X01C18A2EA2000/


国際特許分類(IPC)について
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すべての技術分野を網羅

A: 生活必需品

B: 処理操作；運輸

C: 化学；冶金

D: 繊維；紙

E: 固定構造物

F: 機械工学；照明；他

G: 物理学

H: 電気

H01: 基本的電気素子

H04: 電気通信技術

H01L: 半導体装置

2019.10報告済



半導体関連特許の出願件数
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半導体特許
右軸 →

中国出願全体
← 左軸

国際特許分類(IPC)でH01L（半導体装置）に分類されている特許

全体が急増している
半導体の伸びは緩い

2019.10報告済
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製造方法(H01L 21)

集積回路(H01L 27)

半導体素子(H01L 29)

太陽電池/光センサ(H01L 31)

発光素子(H01L 33)

有機EL(H01L 51)

その他

「半導体（H01L）」の内訳は？
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太陽電池に注力
（2007～2011年）

有機ELを強化

半導体製造方法が中心

2019.10報告済

今月は、ここを深堀りしてみました



半導体製造方法（H01L 21）の詳細
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SMIC（中芯国際） [CN]
HLMC（上海华力微电子） [CN]
TSMC [TW]
Samsung Gr. [KR]
東京エレクトロン [JP]
BOE Gr.（京東方科技集団） [CN]
Applied Materials [US]
パナソニック Gr. [JP]
IMECAS（中国科学院微電子研究所） [CN]
INFINEON [DE]

2019.11報告済

清華紫光集團、

華虹集団
は？？？
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清華紫光集團、

華虹集団
は？？？
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中国製造2025

中国最大のファブ
300φウエハファブを持ち、
14nmの微細加工技術も

しかし、
2015年から出願は急減！！

https://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/1202062.html


中国半導体メーカーの特許出願動向
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2000 創設

中芯国际集成电路制造有限公司
（Semiconductor Manufacturing International Corp.）

2015 を設立

"SMIC Advanced"を含む出願＝0件

SMIC Advanced Technology R&D (shanghai) Corp.

SMICと Huawei, Qualcomm,
IMEC Research Instituteとの合弁

2016 を設立

"Ningbo Semiconductor"出願＝0件

中芯集成电路（宁波）有限公司
Ningbo Semiconductor International Corp.

SMICと国家 IC産業投資基金等の
共同出資

"Semiconductor MFG"を含む出願＝33262件
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中国製造2025

Hua Hongグループのメンバー
300φウエハファブを持つ

しかし、
2012年から出願は急減！！



中国半導体メーカーの特許出願動向
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1996 創設（国策909プロジェクト）

"Huahong"出願＝9845件

上海华虹（集团）有限公司
Shanghai Huahong (Group) Co., Ltd.

2011 と とが合併

"Grace Semiconductor "出願＝5821件

华虹半导体
Hua Hong Semiconductor

宏力半導体製造（GSMC）
Grace Semiconductor Manufacturing

HuaHong Semiconductor=0件

华虹宏力(HHGrace)
Hua Hong Grace Semiconductor Manufacturing Group

"Grace Semiconductor "出願＝5821件

中国初の8-inch wafer 
Deep Submicron VLSI
製造ラインの開発

2010
上海华力微电子
（Shanghai Huali Microelectronics Corp.）

华虹集团（Huahong Group）

創設（国策909プロジェクト）

300Φ wafer 
製造ラインの開発

"Huali Microelectronics"出願＝5055件
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中国製造2025

京东方科技集团股份有限公司

ディスプレイ製造で世界屈指
半導体製造には直接参入して
いないようだが出願は増加中



中国半導体メーカーの特許出願動向
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1993 創設 "BOE Technology"出願＝36,297件

京东方科技集团股份有限公司
（BOE Technology Group Co., Ltd.）

2002 HYDIS（ハイニックスの液晶ディスプレイ部門）を買収BOE HYDIS 

2006 会社更生手続き
Prime View Consortiumへ売却

Prime View International（台湾の液晶パネル・メーカー）
ALCO Holdings （香港のAV機器メーカー）

香港Varitronix International（液晶パネル・メーカー）
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中国製造2025

IMECAS（中国科学院微電子研究所）
公的研究機関ではあるが、
出願動向は「中国製造2025」に
同調しているとは思えない



中国半導体メーカーの特許出願動向
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1949 創設
（革命前の北平研究院と中央研究院を前身として設立）

中国科学院（Chinese Academy of Sciences）

"Chinese Academy of Sciences" or "CAS"出願＝194,868件

中国科学院微电子研究所
The Institute of Microelectronics (IME) of the Chinese Academy of Sciences (CAS)

1958
設立

中国科学院半导体研究所
The Institute of Semiconductorsof the Chinese Academy of Sciences (CAS)

1960
設立

"Chinese Academy of Sciences" or "CAS"＊"Microelectronics"出願＝7343件

"Chinese Academy of Sciences" or "CAS"＊"Semiconductor"出願＝5063件
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28UMC （聯華電子） [TW]

29SONY Gr. [JP]
30シャープ [JP]
31Dongbu Gr. [KR]
32AU Optronics [TW]
33NXP [NE]

34XIDIAN Univ.（西安電子科技大） [CN]
35CSMC [CN]
36Global Foundaries [US]
37住友電工 [JP]
38日東電工 [JP]

39Tsinghua Univ.（清華大学） [CN]
40AMSL [NL]
41XMC（武漢新芯） [CN]
42SIMIT（上海微系研究所） [CN]
43MICRON [US]

44JCET（长电科技） [CN]
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中国科学院

中国科学院
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1988 清華大学（Tsinghua Univ.） 科技開発総公司 創設

1993 清華紫光（Tsinghua Uniｇroup） 総公司 に改称

"Tsinghua Univ."出願＝49,325件

"Tsinghua Unigroup"出願＝14件

2006 創設 2016年に買収

"Wuhan Xinxin"出願＝1038件

武汉新芯集成电路制造有限公司 (XMC)
Wuhan XinxinSemiconductor Manufacturing Co., Ltd.

清華紫光集團（清華大学グループ）

2009 創設

"UnilC"出願＝85件

西安紫光国芯半导体有限公司 (Xi’an UniIC). 
Xi’an UniIC Semiconductors Co., Ltd.

2016 紫光股份と西部数据（Western Digital）の合弁

"Unisplendour"出願＝697件 (Unis WDC = 0件）

紫光西部数据有限公司
Unis WDC 

2016 創設

"Yangtze Memory"出願＝421件

长江存储科技有限责任公司 (YMTC)
Yangtze Memory Technologies Co., Ltd. 
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中国科学院
（Chinese Academy of Sciences）

京东方科技集团股份有限公司
（BOE Technology Group Co., Ltd.）

中国半導体メーカー ４グループ比較

C 2019 AQ-patent Office 20

中芯国际集成电路制造有限公司
（Semiconductor Manufacturing International Corp.）

华虹集团
（Huahong Group） 华虹宏力(HHGrace)

Hua Hong Grace Semiconductor Manufacturing Group

上海华力微电子
Shanghai Huali Microelectronics Corp.

微电子研究所
The Institute of Microelectronics (IME) 

半导体研究所
The Institute of Semiconductors（他の分院は除く）
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CASCAS

BOE

SMIC

Huahong Gr.

半導体製造方法
（H01L 21/00)の
中国特許出願で
国内トップ４

他の分野は？
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国際特許分類（IPC）のセクション を使って、出願された特許の内訳を分析

A: 生活必需品

B: 運輸（車,船,等） C:化学・冶金

D: 繊維・紙

E: 固定構造物

F: 機械・照明など
G: 物理学 H: 電気
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国際特許分類（IPC）のセクション の内訳を分析
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G: 物理学

H: 電気
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セクションA～F

H01L: 半導体

H01L:以外の電気
G02B: 光学装置

G02F: 光の制御

G03F: 光学部品

G06F: ディジタル
データ処理G09G: 表示装置

その他の
セクションG

CASBOESMIC Huahong Gr.
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の内訳を分析H01L: 半導体
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H01L 21: 半導体製造方法
H01L 27: 集積回路 H01L 23: 素子の細部

H01L 29: 能動素子

H01L 31: 光センサ

H01L 33: 発光素子H01L 51: 有機半導体

CASBOESMIC Huahong Gr.
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 「中国製造2025」の重点10分野に含まれている半導体の中で

出願数が最大の「製造方法」（国際特許分類(IPC) H01L 21/00）

について深堀りしたが、政策に同期した件数増は認められず、

主要中国出願人（出願件数トップ４）の出願動向を探った

中芯国際(SMISC)、华虹集团(Hauhong Gr.)、

京东方科技集团(BOE)、中国科学院 (CAS)

 棲み分けされているようである

SIMC, Huahongは半導体製造、BOEは表示デバイス（液晶・有機

EL等）に軸足、CASは網羅的に出願

この見解は、推測を含みます。権利行使等をご検討の際には、証拠能力を独自にご判断ください。
また、本資料の著作権は英究特許事務所に帰属します。無断で複写・複製・再配布すること等を禁じます。
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